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結晶 Si 太陽電池の開放端電圧の向上と機械強度確

保両立の観点からRib構造を有する超薄型 Siヘテロ接

合太陽電池の開発を進めている[1,2]。この開放端電圧

の向上には、結晶シリコン表面のパッシベーション性

能も重要なファクターであり、既に a-SiOx:H膜を用い

たフラット基板でのパッシベーションおよび太陽電池

性能についてはこれまでの応用物理学会等で報告を行

ってきた[3-5]。一方、薄型化に伴う短絡光電流の低下

を抑制するには基板表面の texture 化が有効であるが、

今回この texture基板における a-SiOx:H膜のパッシベー

ション性能について検討を行った。 

texture 基板は、両面フラットの n 型 FZ 基板（面方

位(100)，厚み 280μm）の両面に KOHを主体とするア

ルカリエッチングを行うことにより作製し、1～2μm

サイズのピラミッド構造で構成される texture 基板を

得た。これに両面 a-SiOx:H i層を 20nm形成した試料、

および、両面 a-SiOx:H i(2nm)/a-Si:H n(25nm)構造を形成

した試料について QSSPC 法により少数キャリアライ

フタイム（τ）の評価を行った。 

図１は、texture基板に対し HF/HNO3溶液によるピラ

ミッド構造の rounding 処理[6]を行った試料の 550nm

反射率（i/n構造に対しても a-SiOx:H i層 20nm形成し

た試料の値を用いた）とτの関係を示す。反射率の増

大は rounding処理時間の増大と対応している。rounding

処理により若干のτの改善が見られるが、フラット基

板の場合の半分程度の値であり、texture基板における

τ値の改善には他の要因解析と対策が必要であること

が示唆された。 
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Fig.1. Dependence of carrier lifetime on the 

reflectance at 550 nm of textured substrates 

obtained by the rounding treatment.  
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